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. ung nejor constancia y, sobre todo, por que presenta un -

.\ consumo menor a igual rapidez de conmutacidn.

polarizgecibén unido por ung primera resistencia de carga a

El presente invento, debido a los Sres. Jacgues
Tacour y Pierre Rousseau, tiene por objeto un circuito -
ldgico binario y, mas particularmente, un circuito 1ldgico
que utiliza transistores no sgturados de gcoplamiento por
los emisores, asi como un conjunto 1ldgico que incluye ta-
les circuitos y su alimentacibn. El invento persigue la

realizacidn de un circuito que responde mejor gque los an-

teriormente utilizados a las exigencigs de la prictica, es-
{

pecialmente por que los niveles ldgicos de salida que ca-

racterizan sus dos estados binarios son determinados con

Para mgyor sencillez se designari, en la des-

eripeidn y las reivindicaciones que siguen, con el nombre

de "Cirouito ldgico del tipo definido mds arriba" un ecir-:
“cuito constituido por dos transistores de sglida, estando

unida la base del primero gl colecior de un transistor dei

¥

uno de los polos de un generador de alimentacibn, y es-
tando unidg la base del segundo a los colectores de varios
transistores centrales dispuestos en paralelo, reunidos -
por una segunda resistencia de carga al mismo polo del ge-
nergdor de alimentacidn, estando unidos los emisores de to
dos los transistores de entrada y del transistor de polari
zacibn al otro polo del generador de alimentacién por una
resistencia de entrads comin; lgs tensiones representati-

vaes de los niveles ldgicos de las variables a tratar son

faplicadas en las bases de los transistores de entrada.

]
! Segin el invento, la segunda resistenciz de car-

‘ga, colocadg en el circuito colector comin g los transis— |
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tores de entrada, estd derivada por un diodo que fija el

potencigl de lg base del segundo transistor de salide en

uno de los estados de equilibrio, y dicha resistencia de

entrade comfn presenta un velor muy inferior al velor mi-~
5 nimo que corresponderia a una caracteristica de transfe-

rencia aceptable en gusencia de dicho diodo.

El invento consiste todavia en otrag disposicio-

!
!

nes ventgjosamente utilizgbles en unidn con las preceden—

tes, Estas caracteristicas apareceran mejor por la lectu~

!
10 ra de la descripeidn que sigue de un circuito de tipo co- |

nocido y de un circuito segén el invento, estando dado esté

dltimo a titulo de ejemplo no limitativo. La descripcidn

se refiere a los dibujos que la gcompafign, en los cuales:

Ia figura 1 es un esquems de un cirewito del ti-

15 ;4*, o definido mis arriba, utilizedo ampliamente en la actua-
lided;
3 la figura 2 es un diagrama representgtivo de la
'+ caracteristica de transferencia del circuito légico de la 3
figura 13 |
20, la figura 3, similar a la figura 1, muestra un
L %circuito segln el invento;

la figura 4, similar a la figura 2, d8 la carac-
Lo iteristica de transferencia del circuito de lg figura 3;

f la figura 5 es un esguema 4e principio de un con~

25 junto lbégico que comprende circuitos segin el invento;

lg figura 6 es un circuito utilizable como blo-
que de polarizacidn; y |
!
la figura 7 represcnta una variante de ejecucibn'

1

dgel circuito del invento.

1

30 Entre 1los circuitos 16gicos del tipo definido ~
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' sistor NEN 12 cuyo emisor est unido igualmente por la re-

!sistencia Re a la fuente de pontecial ~U, cuya base esté

més arriba, el circuito 8 representado en la figura 1 es
de un empleo frecuente. Comprende varios transistores NPN
de entrada (estando representados dos trasnsistores 10, 11)
cuyos colectores estén unidos a la masa por ung resisten-
cia Rel y cuyos emisores estén llevados a un potencisl ned
gativo por medio de una resistencia comfn Re unida a wna
fuente de potencial conveniente U, Los niveles légicos que
puede tomar cada una de las variables X, Y, etc. «.. 2 tra
tar, son aplicados en forma de tens;ones Ve sobre las ba-
ses de los transistores 10, ll, etce oo« Un circuito de

polarizacibn simétrico del precedente comprende un tran-

‘1levada o unz tensibn constante Vp y cuyo colector estd

‘unido a la masa por ung resistencia Re2 del mismo orden

‘que Rel.

%... atacan en paralelola base del segundo transistor de

i

: : !
Los colectores de los transistores 10, 11, ete. !

salida 14, cuyo colector estd & la masa. Si se adscribe -
el valor 18gico 1 a la tensién mds alta y el valor ldgico

0 a la tensibn mis baja, el emisor del transistor 14 pro-

porciona en una resistencia de carga 16 una tensién Vsi re
presentative de X & ¥ # ..., complemento de la suma légical
de X, ¥, ete. ... El colector del transistor 12 ataca -
jgualmente el primer transistor de salida 18 gue proporeig
na en unag resistencia 20 una tensidn véa representativa de
la suma légica X + Y+ ... (que se escribe asi X]O]Y]O vee)e
T caracteristice de transferencia del circuilto

8 esth esquemgtizada en la figura 2, donde v designa la

itensibén de codo del diodo (base~emisor) de los tran51sto-
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, res para lg corriente empleada a 252 ¢ y donde Vp =
| (1,15 voltios a 252 G por ejemplo). Se ve que, cuando -
uno, por lo menos, de los transistores 10, 11, etc. ...

es llevado de la tensibn Vei o la tensidn Ve2, las ten-

5 siones Vs1 y Vs2 pasan de un nivel 18gico a otro segin lag
caracteristicas requeridgs de um circuito "O", Pero se ve
también que la parte reciilinea derecha o recta de la cur-

va representativa de Vs1 no es horizontal, sino inclinagds

jen wn &ngulo & tal que:.

o Re1 ,
’ 'b 22 emamun i
10 g Re

Para un nivel de entrada iguai g v y caracteris~
tico de uno de los estados binarios, tenemos, pues, un ni-
vel de salida Vs diferente del valor 2v caracteristico dei
- otro estado binario, lo gue origina una disimetria.

‘ 15 Ho se puede actuar ya més sobre Re para modifi-‘
car tg o . Pero se encuentra uno entonces frente a dos - ;

.exigencias contradictorias: i
| - Estando la rapidez de conmutacién directamenté
relacionada con la corriente i = H:Yg que pasa por 1los -
20 1"1. transistores 10, 11, etCe «se) engeseable adoptar un va-
' lor pequefio de Re para conservar (a rapidez dada) un va-

lor pegquefio de U: en efecto, la potencia U x i disipeda en

el circuito i que se ha de evacuar, ha de ser mantenida tan
r

pequefia como sea posible, por que constituye, uno de los |

ifactores que limiten la integracibn ée los circuitos.

25
~ Para que el nivel lbégico sea tan constante co-

no sea posible, importa que tg o sea pequefio, es decir,

‘ 339307
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!
:Re elevada.

Se esid obligado, pues, a tomar pars Re un va-
lor de compromiso gue, con los valores numéricos dados -
més arriba, podrd ser Re = 1200 41 , lo que corresponde a
una pendiente del orden de 0,25 y a una tensibn de glimen-
tacibn U = 5,2 voltios,

Bl invento permite prescindir de la necesidad de

‘este compremiso fijando el potencisl de la base del tran-

isistor 14 cuando éste es conductor: para ésto, propone el

‘eireuito 8' representado en la figura 3, donde log elemen-—

tos gque corresponden g los de la figura 1 llevan el mismo
nimero de referencia, con el indice prima. '
' El circuito de la figura 3 incluye un diodo con%
semiconductor 22 montado en paralelo sobre lg resistencia
Re1. ILa presencia de este diodo ("elamping diode" en ter-
minologiz anglosajona) que fija el potencial de base del |
transistor 14', permite disminuir el valor de Re, g la vez
que se mejora la caracteristica de transferencia V'si, co-.
mo muestra la figura 4: el &ngulo X es nulo, y solo sub-
gsiste el codo ferminal correspondiente a la saturacién delg
transistor 12!'. Si, por ejemplo, se toma Re = 150 Y1 con
V= ~1,15 voltios y V'p = -~ % v, besta tomar U = 3v, o
sea 2,25 voltios aproximadamente: a titulo de ejemplo, se

i

ipueden utilizar entonces resistencias 16 y 20 de 1000 oh-

filos y ung resistencig Re2 de 330 ohmios, conservando Vp =
13

2 :
transistor cuya base y el colector estén unidos entre si y’

v, es decir, Vp = %. Se puede utilizar como diodo 22 wn

9

‘a lg masa y cuyo emisor estd unido g la base de los aguje~f

ros internos 10', 11', ...

La ventaja del circuito segin el invento se ve
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‘Bl eircuito de alimentacidn proporciona una tensibn U' -

inmediatamente: la potencia disipada por el circuito 8!

- es muy inferior. Con las caracteristicas numéricas dadas
imés arriba, la potencia disipada en el circuito 8' es de
12,5 mW a 250G, contra 35 mW para el circuito 8 corres-

|
fpondlenxe, siendo disipados 12,5 nW en el circuito de all

lmen'tac:v.on de 8'; esta potencia varia evidentemente en fun-

‘cion de la temperatura entre 6,8 mW a 125¢C y 20 nW a
:—5590' se ve que se produce una cierta compensacidn, pues—
t0 que los cirecuitos 8' disipan menos calor si la tempera-—
tura aumenta.

En conmsecuencia, serd posible disminuir sensi-
blemente el volumen ocupado por circuitos integrados del
tipo definido mds arriba 0, a volumen dado, simplificar el
dificil problema de la evacuacifn del calor disipado..

Ta disminucidn de consumo es tal, que se pueden
reglizar conjuntos que incluyen una alimentacidn estabili-
zgda, es declr, gue asezuran un funciongmiento mejorado,
congervando a la vez un consumo global netamente inferior
al de conjuntos que utilizan circuitos 8. La figura 5 -

auestra una tarjeta 24 ocupada por cirecuitos 8' (en nime-

‘ro de 25 por ejemplo) y por un blogue de polarizaciébn 26.

‘igual a 3v' (v' tensién de codo de diodo) y el circuito de
polarizacidn divide esta tensidn para proporcionar V'p; qé
te circuito de alimentacién comprende una fuente gue pro~j
porciona una tensidn rectificada y filtradg con aproxima—f
cibén del 207 solamente Val, de valor medio 4v' max. + 2Q$'
(correspondiendo v' max al valor de codo méximo, es decir,
a temperatura minima), 7 un estabilizador constituido por

cuatro diodos 28 en serie con un transistor 30: este es-
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_culgs de entrada", siendo utilizado este término para de-

' signar el conjunto constituido por los transistores de en!

gtabilizador permite mantener una tensibn de alimentacidn
U' = 3v'; basta dividir esta tensibn por 2 para obtener
la tensidn de polarizacibn.

Se puede utilizar, por ejemplo, como blogue de
polarizacidn 26, el circuito ilustrado en la figura 6,
constituido por un puente divisor con dos transistores 32
y 34 en oposicibén., Las resistencias 36 y 38 son de valor

igual, por ejemplc 400 ohmios. Ia resistencia 40 puede ser

;de 400 ohmios igualmente, mientras que las resistenciss

;42 ¥ 44 son de 800 ohmios. La resistencia 46 puede ser en=
tonces de 2200 ohmios. %

Parg 1os valores dados mis arriba para el cir- E
cuito y el estabilizador y que corresponden a una tempera-
tura de 252 C, la potencia disipada por el estgbilizador
es la misma gue la disipada por los circuitos; la poten-—
cia total disipada no es, pues, todavia més que de 25 mW
por circuito, es decir, menor que la potencia disipada en
el circuito 8 solo. Por otra parie, se sabe que la eva- :
cuacibn de la potencia disipada en el estabilizador de -
' alimentacién no presenta dificultad.

Lg variante de ejecucidén del invento ilustrada
en la figura T, permite obtener una tensibn de salida,

v o= (x1 + X+ eee)e (Y,l # 7+ one) o (eee ) (1)

52 2 2

que se escribe tambien

(.&.1 OXZO.‘.)Y(Y1 OYZ O’ono)Yo.-

Este circuito comprende una pluraglidad de "hés-

"$rada, el transistor de polarizacibn correspondiente y el

transistor de salida acoplado a los transistores de entra—~
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da; la primera bascula de entrada del circﬁito nostrado en
'la Tigura 7, contenido en el cuadro 47 de trazos, lleva los
émismo nimerog de referencia que en la figura 3; la segund%
béscula 47" estd comstituida por elementos idénticos a los
5 de la primera: incluye ung pluraiidad de transistores de en-

trada 10", 11", ..., un trensistor de polarizacién 12", -

'una resistencia comin R"e que une los enisores de los tran-
!

fsistores vrecedentes g la tensidn -U', y una resistencia
‘de colector R"C1' derivada también por un diodo 22", Ig
10 bésculg 47" incluye igualmente un trensistor de salida 14"
acoplado a los transistores de entrada 10", 11%, ...
Otras basculzs pueden ser previstas igualmenie y
montadas como lg biscula 47": todas las bésculas de entra-
da estén scopladas entre si, como se indica en la figura T:
15 los colectores de todos los transistores de polarizacién
12+, 12v ,,, estédn wunidos por un conductor 48. Todas las
bases de estos transistores estin unidas por un mismo con-
ductor 50. Finalmente, los emisores dé los transistores de
~ salida 14', 14" ... estén unidos por un conductor 52.
20 :‘ Dado que el atague del colector del transistor
de salida 18' se efectua por medio de una pluralidad de tran

Fistores 12', 12" ... que pueden ser todos simulténeamente

conductores o todos simulténeamente estar blogueados, esté

b
+

previsto un diodo 54 en paralelo sobre la resistencia - !

i

25 R . ” vy cuya misién es idéntica a la del diodo 22 para la !
Le {
resistencia R' . Se puede prever asi un nfmero muy grande |

c1
de basculas de entrada 47, 47" ... manteniendo una caracte-

ristica perfectamente horizontal y sin gue sea necesario -
dar a las resistenecias R'e, R"e ees Un valor elevado.
Para rvealicor la operacidn 1bzica (1) basta apli-

- 339807
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g nsans -

ccar las tensiones representativas X1, Yé .;; sobre las ba-
i ses de los transistores de entrada de la bésceula 47, las
tensiones representativas de Ly Ty e o o SObTE las bases
de los transistores de entrada de la basecula 47", y asi

sucesivamente,

\J1

El circuito representaedo en la figura 7 puede

ser utilizado, bajo una forma simplificada con dos biscu-

las, para constituir un semicircuito de adicidn que propor-
_ciona una tensién de salida representativa de: %
. f
10 XY « YX (2) .
Basta para esto gplicar a los transistores de
entrads 10' y 11' tensiones representativas de X e Y y a
los transistores 10" y 11" tensiones representativas de
Ted.
T15 - El invento no se limita, evidentemente, gl dnico
- modo de utilizacidn gue ha sido representado y descrito a
titulo de ejemplo: en particuler, seria adaptable a tran-
gistores de tipos diferentes.
.. Esta solicéitud que corresponde a la presentada
en Francia, el dfa 15 de Abril de 1.9565, con el ndmero -~ |
PV 5%862, se acoge a los beneficios del articulo 51 del -

» {vigente Estatuto.sobre Propiedad Industrial.

I

- § 0T A - ;

Los puntos de invencidn propia y nueve que se

25 ‘presentan para que sean objeto de esta solicitvd de Pa-

339307

1?05067 : b lo -



i ln_zn'-w \
AR (O
A T

a

- 4ente de Invencidn en Espafia, por VEINTE agfios, son los si-

fguientes:

1.~ Dispositivo de circuito ldgico integrado de
transistores no sagturados, de acoplamiento por los emiso-
5 res, que comprende un primer transistor de salida cuya ba-
| se estd unida ol colector de un transistor de polerizacifu,

unido por una primera resistencia de carga a una alimentg-

‘cibn eléctrica, un segundo transistor de salida cuya base

" . estd unidas a 108 colectores de varios transistores de en-

10 strada dispuestos en paralelo, unidos por unz segundg re-
sistencia de carge e dicha alimentacibn, estando unidos
los emisores de todos los transistores de entrada y del -
transistor de polarizacidn a una resistencia comin de en—
trada, caracterizado por que dicha segunda resistencila de

15 carga, colocada en el circuito colector comin a los tran-
sistores de entrada, esti derivada por un diodo que, en
uno de los estados de equilibrio del segundo transisitor de
sglida, fija el potencial de su base, y por gue dicha re-
sistencig de entrada comin presenta un valor muy inferior

20 -al valor minimo que corresponderis todavias a una caracte-

o ;ristica de transferencia acepbtable en susenclg de dicho -

v
‘ tdiodo. ;
" | ;
v 2.~ Dispositivo de circuito 1lbgico integrado se-
t i

: -gln la reivindicacifn 1, caracterizado por que la tensibn

25 .8e polarizacibén fija aplicada a la base del transistor def

i

polarizecidn es igual a la mitad de la tensidn de alimen-;
‘tacibn de los transistores de salida.

3.~ Dispositivo de cireuito légico integrado Se-
gin la reivindicacidn 2, caracterizado por una alimenta-

30 cibn comin a varios circuitos estabilizada por un estabi~

330307
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lizador al valor de la tensidn de alimentaoién'i.sbr .
blogue de polarizacidn que divide por dos dicha tensién

de alimentacidn.

4.~ Dispositivo de circuito 16gico integrado se«

gin las reivindicaciones 1 6 2, caracterizado por que com-

prende varias bisculas de entrada en paralelo, comprendien

do cadg ung de dichas bésculas varios transistores de en-—-
trada, un transistor de polarizacidén correspondiente, un

transistor de salide acoplado s los trensistores de en-

trada, una resistencig de carga y una resistencia de en-
trada, y por que dicha primera resistencia de entrada es-!
+t4 derivada por un diodo. é

5. Dispositivo de cireuito légico integrado de

transistores no saturados.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-

tecede, representado en los dibujos que se acompafisn y

con los fines que se han espe¢ificado.

Esta Memoria consta de doce hojas escritas a mé-

quing por una sola cara.
HMadrid, 17 WA ek

P. A.
albedis] d
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